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界効果移動度はサイドアーム構造を持つ FET と同等になった。このことから、MLG 界面層はグ
ラフェン FETの特性向上に有効であることが示された。 
 



















SiO2/Si 基板上にあるグラフェンに電子線を照射した場合、格子欠陥以外の原因で D バンド
が形成されていると推察される。 
 
【 ２ 】金属ナノコンタクトにおける熱現象 











































この面密度領域では、(√3 × √3相の吸着サイトに関する) domain wall(DW)構造が安定な構
造のひとつと考えられている。観測事実を説明するひとつの可能性は、DW の内部でのみ、ヘ
リウム原子が流動性を示すことである。DW 構造には、DW が平行に配列した striped DW 構
造と、蜂の巣状に配列した honeycomb DW 構造が存在する。DW が流動性を有する場合、溶
解した 3He 原子は零点エネルギーを小さくするために DW 内に集り、striped DW 構造では
3He は１次元 Fermi 流体、或いは朝永-Luttinger 液体として振る舞うことが期待される。一方、





表１．domain wall の構造による 3He の振る舞いと熱容量の分類 
 







𝐶𝐶 ∝ 𝑇𝑇 
𝐶𝐶 ∝ 𝑇𝑇2 
𝐶𝐶 ≈ 𝑁𝑁3𝑘𝑘B/2 





高面密度領域（9 nm-2 以上）で、再び熱容量がほぼゼロとなり、3He が局在すること、即ち 4He
薄膜が固化することも確認された。 
Dirac 粒子として振る舞っていると 3He 原子は全て同じ速さで動き回っていることになるが、
その速さを熱容量から見積もることができる。この値は、3He の混入量が少ない方が大きくなっ
ている。また、薄膜の面密度が 7.3 nm-2でこの値は極大となり、8.4 nm-2近傍で最大となる。7.3 
nm-2、8.4 nm-2という面密度は honeycomb DW 構造の 7×7、4×4 の周期性に対応し、蜂の巣
格子の乱れが少ないほど速さが大きくなるとの期待に一致する。また、測定に用いているグラ
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